
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
半導体ウェーハを吸引保持するチャックテーブルと、切削水を供給しながらこの半導体ウ
ェーハを研削する研削手段と、研削後の半導体ウェーハをスピン洗浄・乾燥手段のスピン
ナーテーブルまで搬送する搬送手段と、を少なくとも含む研削装置によって遂行されるス
ピン洗浄・乾燥方法であって、
前記搬送手段によって研削済みの半導体ウェーハをチャックテーブルから外し、スピン洗
浄・乾燥手段のスピンナーテーブルに吸引保持できる位置まで搬送する半導体ウェーハ搬
送工程と、
前記搬送手段が半導体ウェーハを保持した状態でこの半導体ウェーハを前記スピンナーテ
ーブルに接近又は僅かに接触させ、このスピンナーテーブルの表面からエアーを噴出する
エアー噴出工程と、
前記半導体ウェーハのスピンナーテーブルに載置する面の水分が排除された後、この半導
体ウェーハをスピンナーテーブルに吸引保持する半導体ウェーハ吸引保持工程と、
前記スピンナーテーブルを回転させながら半導体ウェーハに洗浄水を供給してこの半導体
ウェーハを洗浄する洗浄工程と、
この洗浄工程が終了した後、前記スピンナーテーブルを高速回転させ半導体ウェーハをス
ピン乾燥するスピン乾燥工程と、
から少なくとも構成されるスピン洗浄・乾燥方法。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体ウェーハのスピン洗浄・乾燥方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に半導体ウェーハの加工の一環として、研削装置によって半導体ウェーハを研削した
後、この研削装置に組み込まれたスピン洗浄・乾燥手段により洗浄及び乾燥する工程が行
われている。
研削装置は、従来例えば図２に示すようにカセット１内に収容された半導体ウェーハＷが
、搬出入手段２によって搬出されると共に待機領域３まで搬送され、次いで吸着パッドを
有する搬送手段４により研削手段５のチャックテーブル６上に搬送されて吸引保持され、
ターンテーブル７を回転させることで第１の回転砥石８の下に半導体ウェーハＷを位置付
け、ここで粗研削した後に第２の回転砥石９の下に位置付けて仕上げ研削する。この後、
ターンテーブル７を回転し所定の位置に戻った時点で、研削済みの半導体ウェーハは前記
搬送手段４によりスピンナー洗浄・乾燥手段１０に搬送され、ここで洗浄及び乾燥されて
から前記待機領域３に戻され、更に前記搬出入手段２によってカセット１内に搬入される
。
前記スピンナー洗浄・乾燥手段１０は、図３に示すように支持体１１の上部に高速回転す
るスピンナーテーブル１２を備え、図４のようにこのスピンナーテーブル１２に半導体ウ
ェーハＷを吸引保持させ、側部に配設された洗浄水供給ノズル１３から洗浄水を供給しな
がらスピン洗浄し、洗浄後はエアー供給ノズル１４からエアーを吹き付けてスピン乾燥さ
せる。１５は上下動する開閉カバーである。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
前記従来の研削装置においては、研削手段５で半導体ウェーハＷを研削する際に切削水が
供給されるため、半導体ウェーハＷの被研削面に研削屑の混入した水分が付着するのみな
らず、その一部はチャックテーブル６に吸着されている吸着面側にも回り込んで付着する
。研削済みの半導体ウェーハは、前記のように搬送手段４によりスピンナー洗浄・乾燥手
段１０に搬送され、スピンナーテーブル１２に吸引保持されて洗浄及び乾燥されるが、ス
ピンナーテーブル１２に吸引保持された面は水分が付着したままの状態で隠蔽されてしま
う。従って、この吸引保持面は水分が残留し、処理後に乾燥すると水分による汚れが生じ
てしまう問題点があった。
【０００４】
本発明は、このような従来の問題点を解決するためになされ、スピンナーテーブルへの半
導体ウェーハの吸着面に水分が残留しないようにしたスピン洗浄・乾燥方法を提供し、水
分による汚れが生じないようにすることを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
この目的を達成するための具体的手段として、本発明は、半導体ウェーハを吸引保持する
チャックテーブルと、切削水を供給しながらこの半導体ウェーハを研削する研削手段と、
研削後の半導体ウェーハをスピン洗浄・乾燥手段のスピンナーテーブルまで搬送する搬送
手段と、を少なくとも含む研削装置によって遂行されるスピン洗浄・乾燥方法であって、
前記搬送手段によって研削済みの半導体ウェーハをチャックテーブルから外し、スピン洗
浄・乾燥手段のスピンナーテーブルに吸引保持できる位置まで搬送する半導体ウェーハ搬
送工程と、
前記搬送手段が半導体ウェーハを保持した状態でこの半導体ウェーハを前記スピンナーテ
ーブルに接近又は僅かに接触させ、このスピンナーテーブルの表面からエアーを噴出する
エアー噴出工程と、
前記半導体ウェーハのスピンナーテーブルに載置する面の水分が排除された後、この半導
体ウェーハをスピンナーテーブルに吸引保持する半導体ウェーハ吸引保持工程と、
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前記スピンナーテーブルを回転させながら半導体ウェーハに洗浄水を供給してこの半導体
ウェーハを洗浄する洗浄工程と、
この洗浄工程が終了した後、前記スピンナーテーブルを高速回転させ半導体ウェーハをス
ピン乾燥するスピン乾燥工程と、
から少なくとも構成されるスピン洗浄・乾燥方法を要旨とする。
【０００６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を添付図面に基づいて詳説（前記と同じ部材は同一符号）する
。
図１において、４は搬送手段であり、その旋回アーム４ａの先端部には吸着パッド４ｂが
ばね４ｃを介して装着され、この吸着パッド４ｂで研削済みの半導体ウェーハＷを吸着し
てチャックテーブル６から外し、スピンナー洗浄・乾燥手段１０のスピンナーテーブル１
２まで搬送する半導体ウェーハ搬送工程を行う。
【０００７】
スピンナー洗浄・乾燥手段１０の支持体１１にはエアー通路１１ａが設けられており、こ
のエアー通路１１ａはスピンナーテーブル１２に形成された複数の分岐路１２ａに連通し
、各分岐路１２ａはスピンナーテーブル１２の上面にそれぞれ開口している。
【０００８】
前記搬送手段４の旋回アーム４ａは、半導体ウェーハＷを保持した状態でスピンナーテー
ブル１２に接近又は僅かに接触させた位置で停止し、この状態を保持して前記支持体１１
のエアー通路１１ａにエアーを圧送し、スピンナーテーブル１２の各分岐路１２ａからエ
アーを数秒間噴出させるエアー噴出工程がなされる。これにより、半導体ウェーハＷのス
ピンナーテーブル１２に載置する面側に付着している水分は吹き飛ばされて排除される。
【０００９】
この後、支持体１１のエアー通路１１ａ内のエアーを吸引して前記分岐路１２ａを介して
半導体ウェーハＷを吸引し、スピンナーテーブル１２に吸引保持する半導体ウェーハ吸引
保持工程を行なうと共に、前記搬送装置４の吸着パッド４ｂを解放し旋回アーム４ａを退
避させる。
【００１０】
次いで、前記開閉カバー１５を上昇させて密閉し、スピンナーテーブル１２を高速回転さ
せ、洗浄水供給ノズル１３から洗浄水を供給しながら半導体ウェーハＷを洗浄する洗浄工
程がなされる。
【００１１】
洗浄工程が終了した後、スピンナーテーブル１２を高速回転させた状態で、エアー供給ノ
ズル１４からエアーを供給して半導体ウェーハＷをスピン乾燥するスピン乾燥工程を行う
。
【００１２】
スピン乾燥工程後に、開閉カバー１５を下降させて開き、前記搬送手段４により半導体ウ
ェーハＷを吸着して待機領域３まで搬送し、前記のように搬出入手段２によって半導体ウ
ェーハＷをカセット１内に搬入する。
【００１３】
図２に示す研削装置では、スピンナー洗浄・乾燥手段１０は片側１箇所に設けたものであ
るが、これに対向する反対側にもスピンナー洗浄・乾燥手段（図略）を配設し、待機領域
３′、搬送手段４′及びカセット１′もそれぞれ対向配置することで半導体ウェーハの研
削加工能率を向上させ、或は加工処理ルートを適宜変更し又は選択することが可能となる
。
【００１４】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、半導体ウェーハの研削後にスピン洗浄・乾燥する
方法において、半導体ウェーハをスピンナーテーブルに吸引保持する直前に、スピンナー
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テーブルからエアーを噴出させて研削時に付着した水分を排除するようにしたので、スピ
ンナーテーブルに吸引保持される面が清浄になり、処理後の水分乾燥による汚れを防止す
る効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るスピン洗浄・乾燥方法の実施形態を示す要部の説明図。
【図２】研削装置の一例を示す斜視図。
【図３】従来のスピン洗浄・乾燥手段を示す斜視図。
【図４】同、概略断面図。
【符号の説明】
１…カセット
２…搬出入手段
３…待機領域
４…搬送手段
５…研削手段
６…チャックテーブル
７…ターンテーブル
８…第１の回転砥石
９…第２の回転砥石
１０…スピンナー洗浄・乾燥手段
１１…支持体
１２…スピンナーテーブル
１３…洗浄水供給ノズル
１４…エアー供給ノズル
１５…開閉カバー
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

(4) JP 4009367 B2 2007.11.14



フロントページの続き

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H01L  21/304

(5) JP 4009367 B2 2007.11.14


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

